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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　砥粒と、エーテル結合を有する水溶性高分子と、有機溶媒と、水と、を含有し、
　前記砥粒が研磨剤中で正の電荷を有し、
　前記砥粒の平均粒径が２０ｎｍより大きく、
　前記水溶性高分子が多糖類を含み、
　前記水溶性高分子の含有量が、研磨剤の全質量基準で、０．１質量％以上である、樹脂
研磨用研磨剤（但し、シクロデキストリン類を含有する研磨剤を除く）。
【請求項２】
　前記水溶性高分子がα－グルコース重合物を含む、請求項１に記載の研磨剤。
【請求項３】
　前記水溶性高分子が、デキストリン、マルトデキストリン及びクラスターデキストリン
からなる群より選ばれる少なくとも一種を含む、請求項１又は２に記載の研磨剤。
【請求項４】
　前記砥粒がコロイダルシリカを含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の研磨剤。
【請求項５】
　ｐＨが１．０～８．０である、請求項１～４のいずれか一項に記載の研磨剤。
【請求項６】
　酸成分を更に含有する、請求項１～５のいずれか一項に記載の研磨剤。
【請求項７】
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　絶縁材料研磨抑制剤を更に含有する、請求項１～６のいずれか一項に記載の研磨剤。
【請求項８】
　防食剤を更に含有する、請求項１～７のいずれか一項に記載の研磨剤。
【請求項９】
　酸化剤を更に含有する、請求項１～８のいずれか一項に記載の研磨剤。
【請求項１０】
　ｐＨ調整剤を更に含有する、請求項１～９のいずれか一項に記載の研磨剤。
【請求項１１】
　界面活性剤を更に含有する、請求項１～１０のいずれか一項に記載の研磨剤。
【請求項１２】
　前記砥粒及び水を含む第一の液と、
　前記水溶性高分子、前記有機溶媒及び水を含む第二の液と、を有する複数液式研磨剤と
して保存される、請求項１～１１のいずれか一項に記載の研磨剤。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載の研磨剤を得るための研磨剤用貯蔵液であって、
水で希釈することにより前記研磨剤が得られる、研磨剤用貯蔵液。
【請求項１４】
　樹脂を有する基体を用意する工程と、
　請求項１～１２のいずれか一項に記載の研磨剤を用いて前記基体を化学機械研磨して、
前記樹脂の少なくとも一部を除去する工程と、を備える、研磨方法。
【請求項１５】
　前記樹脂が複素環含有樹脂である、請求項１４に記載の研磨方法。
【請求項１６】
　樹脂を有する基体を用意する工程と、
　請求項１３に記載の研磨剤用貯蔵液を水で希釈して前記研磨剤を得る工程と、
　前記研磨剤を用いて前記基体を化学機械研磨して、前記樹脂の少なくとも一部を除去す
る工程と、を備える、研磨方法。
【請求項１７】
　前記樹脂が複素環含有樹脂である、請求項１６に記載の研磨方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、樹脂を有する基体を化学機械研磨（以下、場合により「ＣＭＰ」という）し
て樹脂の少なくとも一部を除去するための研磨剤、研磨剤用貯蔵液及び研磨方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体集積回路（以下、「ＬＳＩ」という）の高集積化及び高性能化に伴って新
たな微細加工技術が開発されている。ＣＭＰは、そのような技術の一つであり、ＬＳＩ製
造工程（特に、多層配線形成工程における層間絶縁材料の平坦化、金属プラグ形成、埋め
込み配線形成等）において頻繁に利用される技術である。
【０００３】
　また、ＬＳＩの高集積化及び高性能化に伴い、パターンルールの微細化が求められてい
る。最近注目を浴びているプロセスとして、例えば、ダブルパターニングプロセスが挙げ
られる（例えば、下記特許文献１参照）。ダブルパターニングプロセスでは、第一の露光
及び現像で第一のパターンを形成した後に、第一のパターンのスペース部分等の上に第二
の露光及び現像で第二のパターンを形成する。
【０００４】
　ダブルパターニングの方法としてはいくつかのプロセスが提案されている（例えば、下
記特許文献２参照）。図１を用いてダブルパターニングの一例を挙げる。まず、基板１と
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、所定のパターンを有すると共に基板１上に形成された酸化珪素２とを有する基体を用意
する（図１（ａ））。次に、基板１及び酸化珪素２上にフォトレジスト３を形成する（図
１（ｂ））。所定の厚みを有するフォトレジスト３が酸化珪素２上に残るように、フォト
レジスト３の表層部全体をドライエッチングで除去する（図１（ｃ））。フォトレジスト
３における酸化珪素２上の所定部分を露光及び現像工程で除去して、フォトレジスト３に
溝部４を形成する（図１（ｄ））。酸化珪素２における溝部４に露出した部分をドライエ
ッチングで除去する（図１（ｅ））。フォトレジスト３を剥離処理して、所定のパターン
を有する酸化珪素２を得る（図１（ｆ））。
【０００５】
　上記ダブルパターニングのプロセスにおいては、フォトレジストとしてスピンオンカー
ボン膜（ＳＯＣ：Ｓｐｉｎ－ｏｎ－ｃａｒｂｏｎ。カーボン含有膜）のような樹脂膜を用
い、ドライエッチング以外にＣＭＰを用いる手法が提案されている。ＣＭＰを用いること
で、ドライエッチングと比較してＳＯＣ膜の表層部の厚みのばらつきを小さくすることが
できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－１６７８８号公報
【特許文献２】特開２０１２－７３６０６号公報
【特許文献３】特開２０１１－６０８８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　近年、このような樹脂のＣＭＰに対しては、樹脂を良好な研磨速度で研磨することが求
められている。ＣＭＰ用研磨剤の組成は、一般的に、研磨対象（除去する物質、及び、除
去されずに残る物質）によって異なる。樹脂をＣＭＰするための研磨剤は、僅かに知られ
ているに留まる（例えば、上記特許文献３参照）。他の用途（例えば、ガラス研磨用、Ｓ
ＴＩ形成用、金属材料研磨用）の研磨剤では、樹脂を研磨で除去することは困難である。
【０００８】
　従来の多くのＣＭＰ用研磨剤は、絶縁材料（樹脂を除く）、金属材料等の比較的硬い材
料を研磨するための研磨剤であり、ＣＭＰ用研磨剤に含まれる砥粒の機械的作用で研磨を
進行させている。しかしながら、樹脂は、有機化合物を主成分として含有しており、絶縁
材料（樹脂を除く）及び金属材料と比較して柔らかい材料である。そのため、従来のＣＭ
Ｐ用研磨剤を用いて樹脂を研磨すると、砥粒の機械的作用が分散されてしまう。そのため
、ほとんど研磨が進行しないか、又は、樹脂にダメージを与えながら研磨が進行する。
【０００９】
　本発明は、前記の課題を解決しようとするものであり、樹脂を良好な研磨速度で除去で
きる研磨剤、研磨剤用貯蔵液及び研磨方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、鋭意研究を重ねた結果、研磨剤中で正の電荷を有すると共に平均粒径が
２０ｎｍより大きい砥粒と、エーテル結合を有する水溶性高分子と、有機溶媒とを用いる
ことにより、樹脂を良好な研磨速度で除去できることを見出した。
【００１１】
　すなわち、本発明に係る樹脂研磨用研磨剤は、砥粒と、エーテル結合を有する水溶性高
分子と、有機溶媒と、水と、を含有し、砥粒が研磨剤中で正の電荷を有し、砥粒の平均粒
径が２０ｎｍより大きい。
【００１２】
　本発明に係る研磨剤によれば、樹脂を良好な研磨速度で除去できる。
【００１３】
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　上記水溶性高分子は、ポリエーテルを含むことが好ましく、多糖類を含むことがより好
ましい。この場合、樹脂を更に良好な研磨速度で除去することができる。
【００１４】
　上記砥粒は、コロイダルシリカを含むことが好ましい。この場合、樹脂に対する高い研
磨速度を保ちながら研磨傷（研磨後の被研磨面に現れる傷をいう。以下同じ）を低減でき
る。
【００１５】
　本発明に係る研磨剤のｐＨは、１．０～８．０であることが好ましい。この場合、樹脂
の研磨速度を更に向上させることができると共に、砥粒の溶解を抑制できる。
【００１６】
　本発明に係る研磨剤は、酸成分を更に含有してもよい。この場合、研磨剤の液状安定性
を高めることができると共に被研磨面を良好に平坦化できる。また、樹脂に加えて配線金
属又はバリア金属を同時に研磨する場合において、酸成分は配線金属又はバリア金属の溶
解を促し、配線金属又はバリア金属の研磨速度を向上させることができる。また、酸成分
を用いることによりｐＨ調整をすることもできる。
【００１７】
　本発明に係る研磨剤は、絶縁材料研磨抑制剤を更に含有してもよい。この場合、樹脂を
絶縁材料（樹脂を除く）に対して選択的に除去できる。
【００１８】
　本発明に係る研磨剤は、防食剤を更に含有してもよい。この場合、防食剤が銅系金属、
コバルト系金属等の配線金属に対して保護膜を形成することで、配線金属のエッチングを
抑制し被研磨面の荒れを低減し易くなる。
【００１９】
　本発明に係る研磨剤は、酸化剤を更に含有してもよい。この場合、金属材料の研磨速度
を向上させることができる。
【００２０】
　本発明に係る研磨剤は、ｐＨ調整剤を更に含有してもよい。
【００２１】
　本発明に係る研磨剤は、界面活性剤を更に含有してもよい。この場合、被研磨材料の研
磨速度を容易に調整できる。また、研磨傷を低減できると共に、配線金属及びバリア金属
の腐食を抑えることができる。
【００２２】
　本発明に係る研磨剤は、砥粒及び水を含む第一の液と、上記水溶性高分子、有機溶媒及
び水を含む第二の液と、を有する複数液式研磨剤として保存されてもよい。この場合、液
状安定性を高めることができる。
【００２３】
　本発明に係る研磨剤用貯蔵液は、前記研磨剤を得るための研磨剤用貯蔵液であって、水
で希釈することにより前記研磨剤が得られる。この場合、研磨剤の輸送、保管等に必要な
コスト、スペース等が低減できる。
【００２４】
　本発明に係る研磨方法の第一実施形態は、樹脂を有する基体を用意する工程と、前記研
磨剤を用いて基体を化学機械研磨して、樹脂の少なくとも一部を除去する工程と、を備え
る。本発明に係る研磨方法の第二実施形態は、樹脂を有する基体を用意する工程と、前記
研磨剤用貯蔵液を水で希釈して前記研磨剤を得る工程と、前記研磨剤を用いて基体を化学
機械研磨して、樹脂の少なくとも一部を除去する工程と、を備える。これらの研磨方法に
よれば、樹脂を良好な研磨速度で除去できる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、樹脂を良好な研磨速度で除去できる。
【００２６】
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　また、本発明によれば、樹脂を有する基体を化学機械研磨して、樹脂の少なくとも一部
を除去する研磨への研磨剤又は研磨剤用貯蔵液の使用を提供できる。本発明に係る研磨剤
及び研磨剤用貯蔵液は、配線板の樹脂の研磨にも用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】従来のダブルパターニング工程の断面模式図である。
【図２】微細パターン形成工程の断面模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
＜定義＞
　本明細書において「工程」との語には、独立した工程だけでなく、他の工程と明確に区
別できないもののその工程の所期の作用が達成される工程が含まれる。
【００２９】
　本明細書において「～」を用いて示された数値範囲は、「～」の前後に記載される数値
をそれぞれ最小値及び最大値として含む範囲を示す。本明細書に段階的に記載されている
数値範囲において、ある段階の数値範囲の上限値又は下限値は、他の段階の数値範囲の上
限値又は下限値に置き換えてもよい。本明細書に記載されている数値範囲において、その
数値範囲の上限値又は下限値は、実施例に示されている値に置き換えてもよい。
【００３０】
　本明細書において組成物中の各成分の含有量は、組成物中に各成分に該当する物質が複
数存在する場合、特に断らない限り、組成物中に存在する当該複数の物質の合計量を意味
する。
【００３１】
　本明細書において「研磨速度（Ｒｅｍｏｖａｌ　Ｒａｔｅ）」とは、単位時間あたりに
被研磨材料が除去される速度を意味する。
【００３２】
　本明細書において、「研磨剤用貯蔵液をＸ倍に希釈する」とは、研磨剤用貯蔵液に水等
を加えることにより研磨剤を得るに際して、研磨剤の質量が研磨剤用貯蔵液の質量のＸ倍
であるような希釈を意味する。例えば、研磨剤用貯蔵液の質量に対して同質量の水を加え
て研磨剤を得ることは、研磨剤用貯蔵液を２倍に希釈することと定義される。
【００３３】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
【００３４】
＜研磨剤＞
　本実施形態に係る樹脂研磨用研磨剤（以下、単に「研磨剤」という場合がある）は、研
磨時に被研磨面に触れる組成物であり、例えばＣＭＰ用研磨剤である。
【００３５】
　本実施形態に係る研磨剤は、樹脂を有する基体をＣＭＰして、樹脂の少なくとも一部を
除去するための研磨剤である。本実施形態に係る研磨剤は、砥粒と、エーテル結合を有す
る水溶性高分子と、有機溶媒と、水と、を含有する。本実施形態に係る研磨剤は、樹脂と
共に金属材料（例えば、銅系金属、コバルト系金属等の配線金属；バリア金属）を研磨す
るために用いられてもよい。また、本実施形態に係る研磨剤は、絶縁材料（樹脂を除く。
以下同じ)（例えば、酸化珪素等の絶縁材料）に対して樹脂を選択的に研磨するために用
いられてもよい。
【００３６】
（樹脂）
　研磨対象である樹脂としては、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、メタク
リル樹脂、ノボラック樹脂、ポリエステル樹脂（不飽和ポリエステル樹脂等）、ポリイミ
ド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリベンゾオキサゾール（ＰＢＯ）、ポリアリルエーテ
ル樹脂、複素環含有樹脂（前記で例示した樹脂を除く）等の樹脂材料などが挙げられる。



(6) JP 6879202 B2 2021.6.2

10

20

30

40

50

上記「複素環含有樹脂」としては、ピロール環含有樹脂、ピリジン環含有樹脂、イミダゾ
ール環含有樹脂等が挙げられる。樹脂の形成方法としては、特に制限はないが、蒸着法、
スピーンコート法等が挙げられる。樹脂の形状は、特に制限はないが、例えば膜状（樹脂
膜）である。本実施形態に係る研磨剤は、樹脂基板の研磨にも用いることができる。
【００３７】
　以下、本実施形態に係る研磨剤に含まれる成分等について詳細に説明する。
【００３８】
（砥粒）
　本実施形態に係る研磨剤は、砥粒を含有する。砥粒は、研磨剤中で正の電荷を有してい
る。また、砥粒の平均粒径は２０ｎｍより大きい。研磨剤がこのような砥粒を含有するこ
とにより、樹脂の良好な研磨速度を得ることができる。
【００３９】
　ＣＭＰで樹脂を除去する場合、研磨剤中で正の電荷を有する砥粒を用いることにより、
樹脂の研磨速度が高くなり易いと考えられる。しかしながら、正の電荷を有する砥粒のみ
では、樹脂を良好な研磨速度で除去することができない。これに対し、本実施形態では、
砥粒の平均粒径を調整すると共に、エーテル結合を有する水溶性高分子及び有機溶媒を用
いることにより、樹脂の良好な研磨速度を得ることができる。
【００４０】
　砥粒が研磨剤中で正の電荷を有しているか否かは、研磨剤における砥粒のゼータ電位を
測定することにより判断できる。研磨剤における砥粒のゼータ電位を測定し、数値が０ｍ
Ｖを超える場合、砥粒が正の電荷を有していると判断することができる。
【００４１】
　ゼータ電位は、例えば、ベックマンコールター社製の商品名：ＤＥＬＳＡ　ＮＡＮＯ　
Ｃで測定できる。ゼータ電位（ζ［ｍＶ］）は、下記の手順により測定できる。まず、ゼ
ータ電位測定装置において測定サンプルの散乱強度が１．０×１０４～５．０×１０４ｃ
ｐｓ（ここで、「ｃｐｓ」とは、ｃｏｕｎｔｓ　ｐｅｒ　ｓｅｃｏｎｄ、すなわちカウン
ト毎秒を意味し、粒子の計数の単位である）となるように研磨剤を純水で希釈してサンプ
ルを得る。そして、サンプルをゼータ電位測定用セルに入れてゼータ電位を測定する。散
乱強度を前記範囲に調整するためには、例えば、砥粒が１．７～１．８質量％となるよう
に研磨剤を希釈することができる。
【００４２】
　砥粒が研磨剤中で正の電荷を有するように調整する手法としては、砥粒の製造方法を制
御する手法、研磨剤のｐＨを調整する手法、砥粒に表面処理を行う手法等が挙げられる。
砥粒としてシリカを用いる場合を例に挙げて説明する。一般的なシリカは液中で負の電荷
を有するが、研磨剤のｐＨを下げることによって、正の電荷を有する傾向がある。また、
カチオン性基を有するカップリング剤を用いてシリカを表面処理することにより、正の電
荷を有するシリカを得ることもできる。
【００４３】
　前記ゼータ電位は、樹脂に対する更に良好な研磨速度、及び、良好な保存安定性が得ら
れる観点から、５ｍＶ以上が好ましく、１０ｍＶ以上がより好ましく、１４ｍＶ以上が更
に好ましい。前記ゼータ電位の上限は、特に制限はないが、例えば、１００ｍＶ以下であ
ってもよく、５０ｍＶ以下であってもよく、２０ｍＶ以下であってもよい。
【００４４】
　砥粒の平均粒径は、充分な機械的研磨力が得られ、樹脂の研磨速度が高くなる観点から
、２０ｎｍより大きい。砥粒の平均粒径は、充分な機械的研磨力が得られ易く、樹脂の研
磨速度が更に高くなる観点から、２５ｎｍ以上が好ましく、３０ｎｍ以上がより好ましく
、５０ｎｍ以上が更に好ましく、７０ｎｍ以上が特に好ましい。また、砥粒の平均粒径は
、研磨剤中での良好な分散安定性が得られると共にＣＭＰにより発生する研磨傷の発生数
が少ない観点から、２００ｎｍ以下が好ましく、１２０ｎｍ以下がより好ましく、１００
ｎｍ以下が更に好ましく、８０ｎｍ以下が特に好ましい。
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【００４５】
　砥粒の「平均粒径」とは、砥粒の平均二次粒径を意味する。前記平均粒径は、研磨剤を
動的光散乱式粒度分布計（例えば、ＣＯＵＬＴＥＲ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ社製の商品
名：ＣＯＵＬＴＥＲ　Ｎ４　ＳＤ）で測定したＤ５０の値（体積分布のメジアン径、累積
中央値）をいう。
【００４６】
　具体的には、平均粒径は下記の手順により測定できる。まず、研磨剤を１００μＬ（Ｌ
はリットルを表す。以下同じ。）程度量り取り、砥粒の含有量が０．０５質量％前後（測
定時透過率（Ｈ）が６０～７０％である含有量）になるようにイオン交換水で希釈して希
釈液を得る。そして、希釈液を動的光散乱式粒度分布計の試料槽に投入し、Ｄ５０として
表示される値を読み取ることにより、平均粒径を測ることができる。
【００４７】
　また、樹脂に対する更に良好な研磨速度を得る観点から、上記砥粒は、一次粒子が平均
２粒子未満しか凝集していない粒子が好ましく、一次粒子が平均１．２粒子未満しか凝集
していない粒子がより好ましい。砥粒の会合度の上限は、使用する砥粒の一次粒径によっ
て異なり、二次粒径が上記で説明した範囲に入っていればよいと考えられる。なお、上記
の会合度は、二次粒径及び一次粒径を求め、その比（二次粒径／一次粒径）として得るこ
とができる。
【００４８】
　上記一次粒径の測定方法としては、公知の透過型電子顕微鏡（例えば株式会社日立製作
所製のＨ－７１００ＦＡ）により測定することができる。例えば、上記電子顕微鏡を用い
て、粒子の画像を撮影し、所定数の任意の粒子について二軸平均一次粒径を算出し、これ
らの平均値を求める。粒度分布が広い場合、上記所定数は、平均値が安定する数量とする
べきである。砥粒として、コロイダルシリカ又はコロイダルアルミナを用いる場合、一般
に粒径がそろっているため、測定する粒子数は例えば２０粒子程度でよい。
【００４９】
　具体的には、選択した粒子に外接し、その長径が最も長くなるように配置した長方形（
外接長方形）を導く。そして、その外接長方形の長径Ｌ及び短径Ｂに基づき、一粒子の二
軸平均一次粒径を（Ｌ＋Ｂ）／２として算出する。この作業を任意の２０粒子に対して実
施し、得られた値の平均値を本実施形態における二軸平均一次粒径という。この操作はコ
ンピュータプログラムで自動化することも可能である。
【００５０】
　砥粒における平均粒度分布の標準偏差は、１０ｎｍ以下が好ましく、５ｎｍ以下がより
好ましい。平均粒度分布の標準偏差の測定方法としては、研磨剤中の砥粒をＣＯＵＬＴＥ
Ｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ社製のＣＯＵＬＴＥＲ　Ｎ４ＳＤに投入し、粒度分布のチャ
ートにより標準偏差の値を得ることができる。
【００５１】
　砥粒としては、例えば、シリカ、アルミナ、ジルコニア、セリア、チタニア、ゲルマニ
ア、セリウムの水酸化物、樹脂、ダイヤモンド、炭化ケイ素、立方晶窒化ホウ素及びこれ
らの変性物からなる群より選ばれる少なくとも一種が挙げられる。シリカとしては、コロ
イダルシリカ、ヒュームドシリカ等が挙げられ、中でも、樹脂に対する高い研磨速度を保
ちながら研磨傷を低減できる観点から、コロイダルシリカが好ましい。アルミナとしては
、コロイダルアルミナを用いることもできる。上記変性物としては、シリカ、アルミナ、
ジルコニア、セリア、チタニア、ゲルマニア、セリウムの水酸化物等の砥粒の表面をアル
キル基で変性したもの、砥粒の表面にその他の砥粒を付着させた複合砥粒などが挙げられ
る。
【００５２】
　砥粒の表面をアルキル基で変性する方法には、特に制限はないが、例えば、砥粒の表面
に存在する水酸基（ヒドロキシル基）と、アルキル基を有するアルコキシシランとを反応
させる方法が挙げられる。アルキル基を有するアルコキシシランとしては、特に制限はな
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いが、モノメチルトリメトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、トリメチルモノメト
キシシラン、モノエチルトリメトキシシラン、ジエチルジメトキシシラン、トリエチルモ
ノメトキシシラン、モノメチルトリエトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、トリメ
チルモノエトキシシラン等が挙げられる。反応方法としては、特に制限はなく、例えば、
砥粒とアルコキシシランとを含む研磨剤を室温に置いて反応させる方法、及び、反応を加
速するために加熱する方法が挙げられる。砥粒の表面をアルキル基で変性した変性物は、
樹脂との相性が良く、樹脂の研磨速度が容易に高くなる。
【００５３】
　砥粒の含有量は、充分な機械的研磨力が得られ易く、樹脂の研磨速度が更に高くなる観
点から、研磨剤の全質量基準で、０．０１質量％以上が好ましく、０．１質量％以上がよ
り好ましく、０．５質量％以上が更に好ましく、１．０質量％以上が特に好ましく、２．
０質量％以上が極めて好ましく、３．０質量％以上が非常に好ましい。砥粒の含有量は、
研磨剤の粘度上昇を避け易い観点、砥粒の凝集を避け易い観点、研磨傷が低減され易い観
点、研磨剤の取り扱いが容易である観点等から、研磨剤の全質量基準で、２０質量％以下
が好ましく、１５質量％以下がより好ましく、１０質量％以下が更に好ましく、５．０質
量％以下が特に好ましい。
【００５４】
（エーテル結合を有する水溶性高分子）
　本実施形態に係る研磨剤は、エーテル結合を有する水溶性高分子を含有する。エーテル
結合を有する水溶性高分子を研磨剤が含有することで、樹脂に対する良好な研磨速度を得
ることができる。
【００５５】
　このような効果が得られる理由は明らかではないが、本発明者らは次のように推察して
いる。すなわち、エーテル結合を有する水溶性高分子が砥粒の水和水を奪うことで砥粒の
親水性が落ち、疎水性である樹脂と砥粒の親和性が増す。その結果、砥粒による樹脂の研
磨速度が向上すると考えられる。
【００５６】
　エーテル結合を有する水溶性高分子としては、エーテル結合を有し、水に溶解又は混和
可能な高分子ならば特に制限はないが、ポリエーテル、モノエーテル化合物等が挙げられ
る。エーテル結合を有する水溶性高分子は、樹脂の研磨速度が向上し易い観点から、ポリ
エーテルであることが好ましい。
【００５７】
　前記ポリエーテルは、多糖類、ポリアルキレングリコール、ポリグリセリン、ポリオキ
シプロピレンポリグリセリルエーテル、ポリオキシエチレンポリグリセリルエーテル、グ
リセリン脂肪族エステル、ジグリセリン脂肪族エステル、芳香族グリコールエーテル、脂
肪族グリコールエーテル、エステル系グリコールエーテル、酸化プロピレン付加物、没食
子酸配糖体、フェノール類の配糖体、ポリフェノール類の配糖体、糖のエステル化合物、
イソステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル、トリイソステアリン酸ポリオキシエチ
レングリセリル、１，４－ジ（２－ヒドロキシエトキシ）ベンゼン、２，２－ビス（４－
ポリオキシエチレン－オキシフェニル）プロパン、２，２－ビス（４－ポリオキシプロピ
レンオキシフェニル）プロパン、エチレングルコールモノフェニルエーテル、ジエチレン
グルコールモノフェニルエーテル、ポリオキシアルキレンモノフェニルエーテル、プロピ
レングルコールモノフェニルエーテル、ポリオキシプロピレンモノメチルフェニルエーテ
ル、ポリエチレングルコールモノメチルエーテル、ペンタエリスリトールポリオキシエチ
レンエーテル、エチレングリコールモノアリルエーテル、ポリオキシエチレンモノアリル
エーテル、ジメチロールヘプタンＥＯ付加物、ジグリセリン脂肪族エステル、アルキルグ
ルコシド等が挙げられる。
【００５８】
　エーテル結合を有する水溶性高分子としては、研磨剤中において砥粒（コロイダルシリ
カ等）の凝集を抑制する観点から、多糖類が好ましく、α－グルコース重合物がより好ま
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重合度２以上で重合した物質として定義される。
【００５９】
　多糖類としては、スクロース、ラクツロース、ラクトース、トレハロース、マルトース
、セロビオース、コージビオース、ニゲロース、イソマルトース、イソトレハロース、ネ
オトレハロース、ソホロース、ラミナリビオース、ゲンチビオース、ツラノース、マルツ
ロース、パラチノース、ゲンチオビウロース、マンノビオース、メリビオース、メリビウ
ロース、ネオラクトース、ガラクトスクロース、シラビオース、ルチノース、ルチヌロー
ス、ビシアノース、キシロビオース、プリメベロース、トレハロサミン、マルチトール、
セロビオン酸、ラクトサミン、ラクトースジアミン、ラクトビオン酸、ラクチトール、ヒ
アロビウロン酸、スクラロース、ニゲロトリオース、マルトトリオース、メレジトース、
マルトトリウロース、ラフィノース、ケストース、ニストース、ニゲロテトラオース、ス
タキオース、アミロース、デキストラン、デキストリン、マルトデキストリン、クラスタ
ーデキストリン、シクロアワオドリン、ラミナラン、カロース、ＰＧＡ、ペクチン、グル
コマンナン、ジェランガム、カードラン、サイリウム、ローカストビーンガム、プルラン
、アルギン酸、タマリンド、カラギーナン、ＣＭＣ、キサンタンガム、アラビアガム、グ
ァーガム、ペクチン、大豆多糖類、フルクタン、グリコーゲン、α－シクロデキストリン
、β－シクロデキストリン、γ－シクロデキストリン、イソマルトオリゴ糖、ガラクトオ
リゴ糖、キシロオリゴ糖、大豆オリゴ糖、ニゲロオリゴ糖、乳果オリゴ糖、フラクトオリ
ゴ糖等が挙げられる。
【００６０】
　α－グルコース重合物としては、アミロース、デキストラン、デキストリン、マルトデ
キストリン、クラスターデキストリン、α－シクロデキストリン、β－シクロデキストリ
ン、γ－シクロデキストリン、マルトース、イソマルトース、マルトトリオース、スタキ
オース等が挙げられる。
【００６１】
　上記デキストリンとしては、澱粉の分解により得られる、分解物末端にアルデヒド基を
有したデキストリン（他のデキストリンとの区別のため、「一般デキストリン」という。
）；澱粉の分解の過程で一部分解されにくいものを精製することにより分取した難消化性
デキストリン；前記アルデヒド末端を水素添加により還元し、水酸基に変えた還元型デキ
ストリン等が挙げられる。デキストリンとしては、これらのいずれの化合物も使用できる
。
【００６２】
　α－グルコース重合物としては、サンエイ糖化株式会社製『ＮＳＤ』シリーズ；三和澱
粉工業株式会社製『サンマルト－Ｓ』、『サンデック』シリーズ；松谷化学工業株式会社
製『Ｈ－ＰＤＸ』、『マックス１０００』、『ＴＫ－１６』、『ファイバーソル２』、『
ファイバーソル２Ｈ』、日本食品化工株式会社製『クラスターデキストリン』等が挙げら
れる。
【００６３】
　α－グルコース重合物は、樹脂を更に良好な研磨速度で研磨する観点から、下記式（Ｉ
－Ａ）で表される構造単位、及び、下記式（Ｉ－Ｂ）で表される構造単位からなる群より
選ばれる少なくとも一種を有することが好ましく、デキストリン及びマルトースからなる
群より選択される少なくとも一種がより好ましい。式（Ｉ－Ａ）で表される構造単位、及
び、式（Ｉ－Ｂ）で表される構造単位の両方をα－グルコース重合物が含む場合、その配
列に制限はなく、規則的でもランダムでもよい。α－グルコース重合物としては、汎用性
に優れる観点から、デキストリン及びマルトースからなる群より選択される少なくとも一
種が好ましい。
【００６４】
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【化１】

【００６５】
　α－グルコース重合物は、下記式（ＩＩ－Ａ）～（ＩＩ－Ｆ）で表される構造単位の少
なくとも一種を有してもよい。
【００６６】

【化２】

【００６７】
　α－グルコースの重合度は、樹脂を更に良好な研磨速度で研磨する観点から、２以上で
あり、３以上が好ましく、５以上がより好ましい。α－グルコースの重合度の上限につい
ては、特に制限はない。
【００６８】
　なお、本明細書において「α－グルコースの重合度」とは、一分子中におけるα－グル
コースに由来する構造単位の数として定義され、例えば、前記式（Ｉ－Ａ）、前記式（Ｉ
－Ｂ）、前記式（ＩＩ－Ａ）～（ＩＩ－Ｆ）で表される構造単位の一分子中における合計
数である。
【００６９】
　ポリアルキレングリコールとしては、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコ
ール等が挙げられる。グリセリン脂肪族エステルとしては、ステアリン酸グリセリル、ヒ
ドロキシステアリン酸グリセリル、ジステアリン酸ポリグリセリル、ジイソステアリン酸
ポリグリセリル、トリイソステアリン酸ジグリセリル、モノイソステアリン酸ポリグリセ
リル、テトライソステアリン酸ジグリセリル、オレイン酸ポリグリセリル、ジオレイン酸
ポリグリセリル、ヤシ油脂肪酸ポリグリセリル、ジヤシ油脂肪酸ポリグリセリル、トリヤ
シ油脂肪酸ポリグリセリル、セスキステアリン酸ポリグリセリル、セスキカプリル酸ポリ
グリセリル、トリ２－エチルヘキサン酸グリセリル、トリ（カプリル・カプリン酸）グリ
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セリル、ラウリン酸ポリグリセリル、イソノナン酸ポリグリセリル等が挙げられる。芳香
族グリコールエーテルとしては、ポリエチレングルコールモノベンジルエーテル等が挙げ
られる。脂肪族グリコールエーテルとしては、Ｎ－ポリオキシプロピレンエチレンジアミ
ン等が挙げられる。エステル系グルコールエーテルとしては、ポリエチレングリコールメ
タクリル酸エステル、ポリエチレングリコールメタクリル酸エステル、ポリエチレングル
コールモノメチルエーテルメタクリレート等が挙げられる。酸化プロピレン付加物として
は、トリメチロールプロパントリポリオキシエチレンエーテル、トリメチロールプロパン
トリポリオキシプロピレンエーテル、トリメチロールプロパン等が挙げられる。没食子酸
配糖体としては、没食子酸－３－グルコシド、没食子酸－３，５－ジグルコシド等が挙げ
られる。フェノール類の配糖体としては、サリチル酸グルコシド、ヒドロキシ安息香酸グ
ルコシド等が挙げられる。ポリフェノール類の配糖体としては、タンニン酸グルコシド、
プロアントシアニジングルコシド、カテキングルコシド、ルチン酸グルコシド、カカオマ
スグルコシド、イソフラボングルコシド等が挙げられる。糖のエステル化合物としては、
ポリオキシエチレンソルビット脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンペンタエリスリトー
ル脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル等が挙げられる。
【００７０】
　エーテル結合を有する水溶性高分子としては、樹脂を更に良好な研磨速度で除去できる
観点から、ポリオキシプロピレンポリグリセリルエーテル、ポリオキシエチレンポリグリ
セリルエーテル、ポリグリセリン及びデキストリンからなる群より選ばれる少なくとも一
種が好ましい。
【００７１】
　エーテル結合を有する水溶性高分子は、一種を単独で、又は、二種以上を組み合わせて
使用できる。
【００７２】
　エーテル結合を有する水溶性高分子の重量平均分子量（Ｍｗ）は、樹脂の研磨速度が向
上し易い観点から、２００以上が好ましく、１０００以上がより好ましく、４０００以上
が更に好ましい。エーテル結合を有する水溶性高分子の重量平均分子量は、良好な保存安
定性が得られる観点から、１００００００以下が好ましく、８０００００以下がより好ま
しく、５０００００以下が更に好ましい。
【００７３】
　エーテル結合を有する水溶性高分子の重量平均分子量（Ｍｗ）は、例えば、ゲル浸透ク
ロマトグラフィー（ＧＰＣ：Ｇｅｌ　Ｐｅｒｍｅａｔｉｏｎ　Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐ
ｈｙ）を用いて、以下の条件で測定できる。
［条件］
　試料：２０μＬ
　標準ポリエチレングリコール：ポリマー・ラボラトリー社製、標準ポリエチレングリコ
ール（分子量：１０６、１９４、４４０、６００、１４７０、４１００、７１００、１０
３００、１２６００、２３０００）
　検出器：昭和電工株式会社製、ＲＩ－モニター、商品名「Ｓｙｏｄｅｘ－ＲＩ　ＳＥ－
６１」
　ポンプ：株式会社日立製作所製、商品名「Ｌ－６０００」
　カラム：昭和電工株式会社製、商品名「ＧＳ－２２０ＨＱ」、「ＧＳ－６２０ＨＱ」を
この順番で連結して使用
　溶離液：０．４ｍｏｌ／Ｌの塩化ナトリウム水溶液
　測定温度：３０℃
　流速：１．００ｍＬ／ｍｉｎ
　測定時間：４５ｍｉｎ
【００７４】
　エーテル結合を有する水溶性高分子の含有量は、樹脂の研磨速度が向上し易い観点から
、研磨剤の全質量基準で、０．００１質量％以上が好ましく、０．００５質量％以上がよ
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り好ましく、０．０１質量％以上が更に好ましく、０．１質量％以上が特に好ましく、０
．２質量％以上が極めて好ましく、０．３質量％以上が非常に好ましい。エーテル結合を
有する水溶性高分子の含有量は、良好な保存安定性が得られ易い観点から、研磨剤の全質
量基準で、５．００質量％以下が好ましく、２．００質量％以下がより好ましく、１．０
０質量％以下が更に好ましく、０．５質量％以下が特に好ましい。
【００７５】
（有機溶媒）
　本実施形態に係る研磨剤は、有機溶媒を含有する。研磨剤が有機溶媒を含有することに
より、樹脂の研磨速度及び研磨剤の濡れ性を向上させることができる。有機溶媒としては
、特に制限はないが、２０℃で液状の溶媒が好ましい。１００ｇの水（２０℃）に対する
有機溶媒の溶解度は、研磨剤を高濃縮化する観点から、３０ｇ以上が好ましく、５０ｇ以
上がより好ましく、１００ｇ以上が更に好ましい。有機溶媒は、一種を単独で、又は、二
種以上を組み合わせて使用できる。
【００７６】
　有機溶媒としては、炭酸エステル類、ラクトン類、グリコール類、グリコール類の誘導
体等が挙げられる。炭酸エステル類としては、エチレンカーボネート、プロピレンカーボ
ネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、メチルエチルカーボネート等が
挙げられる。ラクトン類としては、ブチロラクトン、プロピオラクトン等が挙げられる。
グリコール類としては、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコ
ール、ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール、トリプロピレングリコール等
が挙げられる。グリコール類の誘導体としては、グリコールモノエーテル類、グリコール
ジエーテル類等が挙げられる。グリコールモノエーテル類としては、エチレングリコール
モノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコール
モノメチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレ
ングリコールモノメチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、トリプ
ロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロ
ピレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジプ
ロピレングリコールモノエチルエーテル、トリエチレングリコールモノエチルエーテル、
トリプロピレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノプロピルエーテ
ル、プロピレングリコールモノプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノプロピルエ
ーテル、ジプロピレングリコールモノプロピルエーテル、トリエチレングリコールモノプ
ロピルエーテル、トリプロピレングリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコール
モノブチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコール
モノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノブチルエーテル、トリエチレングリコ
ールモノブチルエーテル、トリプロピレングリコールモノブチルエーテル等が挙げられる
。グリコールジエーテル類としては、エチレングリコールジメチルエーテル、プロピレン
グリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジプロピレング
リコールジメチルエーテル、トリエチレングリコールジメチルエーテル、トリプロピレン
グリコールジメチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、プロピレングリコ
ールジエチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジプロピレングリコー
ルジエチルエーテル、トリエチレングリコールジエチルエーテル、トリプロピレングリコ
ールジエチルエーテル、エチレングリコールジプロピルエーテル、プロピレングリコール
ジプロピルエーテル、ジエチレングリコールジプロピルエーテル、ジプロピレングリコー
ルジプロピルエーテル、トリエチレングリコールジプロピルエーテル、トリプロピレング
リコールジプロピルエーテル、エチレングリコールジブチルエーテル、プロピレングリコ
ールジブチルエーテル、ジエチレングリコールジブチルエーテル、ジプロピレングリコー
ルジブチルエーテル、トリエチレングリコールジブチルエーテル、トリプロピレングリコ
ールジブチルエーテル等が挙げられる。有機溶媒としては、表面張力が低い観点から、グ
リコール類、及び、グリコール類の誘導体からなる群より選ばれる少なくとも一種が好ま
しく、表面張力が更に低い観点から、グリコールモノエーテル類がより好ましい。
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【００７７】
　有機溶媒の含有量は、樹脂に対する研磨剤の濡れ性が低下することを抑制する観点から
、研磨剤の全質量基準で、０．５００質量％以上が好ましく、１．０００質量％以上がよ
り好ましく、２．０００質量％以上が更に好ましく、３．０００質量％以上が特に好まし
く、５．０００質量％以上が極めて好ましい。有機溶媒の含有量は、分散安定性に優れる
観点から、研磨剤の全質量基準で、２０．０００質量％以下が好ましく、１５．０００質
量％以下がより好ましく、１０．０００質量％以下が更に好ましい。
【００７８】
（水）
　本実施形態に係る研磨剤は水を含有する。水は、他の成分の分散媒、又は、溶媒として
用いられる。水としては、他の成分の作用を阻害することを防止するために、不純物を可
能な限り含有しないものが好ましい。具体的には、水としては、イオン交換樹脂にて不純
物イオンを除去した後にフィルタを通して異物を除去した純水、超純水及び蒸留水からな
る群より選ばれる少なくとも一種が好ましい。
【００７９】
（添加剤）
　本実施形態に係る添加剤は、研磨剤中の砥粒の分散性の向上、研磨剤の化学的安定性の
向上、研磨速度の向上等の目的で、砥粒、エーテル結合を有する水溶性高分子、有機溶媒
及び水以外の成分を更に含有してもよい。このような成分としては、酸成分、絶縁材料研
磨抑制剤、防食剤、酸化剤、界面活性剤、消泡剤等の添加剤が挙げられる。添加剤の研磨
剤中の含有量は、研磨剤の特性を損なわない範囲で任意に決定できる。
【００８０】
［酸成分］
　本実施形態に係る研磨剤は、酸成分を含有してもよい。本実施形態に係る研磨剤が酸成
分を含有することにより、研磨剤の液状安定性を高めることができると共に被研磨面を良
好に平坦化できる。また、樹脂に加えて配線金属又はバリア金属を同時に研磨する場合に
おいて、酸成分は配線金属又はバリア金属の溶解を促し、配線金属又はバリア金属の研磨
速度を向上させることができる。
【００８１】
　また、酸成分を用いることによりｐＨを調整することもできる。ｐＨを調整することに
より、砥粒の電荷を正に調整することで、樹脂に対して良好な研磨速度を容易に得ること
ができる。
【００８２】
　酸成分は、水系分散体の分散性及び安定性、並びに、樹脂、配線金属及びバリア金属の
研磨速度を更に向上させることができる観点から、有機酸成分及び無機酸成分からなる群
より選ばれる少なくとも一種が好ましい。
【００８３】
　有機酸成分としては、有機酸（アミノ酸を除く）、有機酸エステル、有機酸塩、アミノ
酸等が挙げられる。有機酸としては、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、吉草酸、２－メ
チル酪酸、ｎ－ヘキサン酸、３，３－ジメチル酪酸、２－エチル酪酸、４－メチルペンタ
ン酸、ｎ－ヘプタン酸、２－メチルヘキサン酸、ｎ－オクタン酸、２－エチルヘキサン酸
、安息香酸、グリコール酸、サリチル酸、グリセリン酸、シュウ酸、マロン酸、コハク酸
、３－メチルフタル酸、４－メチルフタル酸、３－アミノフタル酸、４－アミノフタル酸
、３－ニトロフタル酸、４－ニトロフタル酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、マ
レイン酸、フタル酸、イソフタル酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、ｐ－トルエンスルホ
ン酸、ｐ－フェノールスルホン酸、メチルスルホン酸、乳酸、イタコン酸、マレイン酸、
キナルジン酸、アジピン酸、ピメリン酸等が挙げられる。有機酸エステルとしては、上記
有機酸のエステル等が挙げられる。有機酸塩としては、上記有機酸のアンモニウム塩、ア
ルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、ハロゲン化物等が挙げられる。アミノ酸としては、
アラニン、アルギニン、アスパラギン、アスパラギン酸、システイン、グルタミン、グル
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ニルアラニン、プロリン、セリン、トレオニン、トリプトファン、チロシン、バリン等が
挙げられる。
【００８４】
　無機酸成分としては、無機酸、当該無機酸のアンモニウム塩、過硫酸アンモニウム、硝
酸アンモニウム、塩化アンモニウム、クロム酸等が挙げられる。無機酸としては、塩酸、
硫酸、硝酸等が挙げられる。
【００８５】
　例えば被研磨基板が集積回路用素子を含むシリコン基板である場合、アルカリ金属、ア
ルカリ土類金属、ハロゲン化物等による汚染は望ましくないため、上記酸成分の塩として
は、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩及びハロゲン化物以外の塩が好ましい。
【００８６】
　酸成分としては、実用的な研磨速度を維持しつつ、エッチング速度を効果的に抑制でき
る観点から、マロン酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、サリチル酸、アジピン酸、フタル
酸、グリコール酸及びコハク酸からなる群より選ばれる少なくとも一種が好ましい。酸成
分は、一種を単独で、又は、二種以上を組み合わせて使用できる。
【００８７】
　酸成分の含有量は、樹脂、配線金属及びバリア金属の良好な研磨速度を得ることができ
る観点から、研磨剤の全質量基準で、０．００１質量％以上が好ましく、０．００２質量
％以上がより好ましく、０．００５質量％以上が更に好ましい。酸成分の含有量は、エッ
チングを抑制し被研磨面の荒れを低減し易くなる観点から、研磨剤の全質量基準で、２０
質量％以下が好ましく、１０質量％以下がより好ましく、５質量％以下が更に好ましい。
【００８８】
［絶縁材料研磨抑制剤］
　本実施形態に係る研磨剤は、絶縁材料の研磨を抑制する成分として、絶縁材料研磨抑制
剤（絶縁材料研磨抑制剤成分。例えば無機絶縁膜研磨抑制剤）を含有してもよい。研磨剤
が絶縁材料研磨抑制剤を含有することにより、絶縁材料の研磨速度を抑制し、樹脂を絶縁
材料に対して選択的に除去できる。
【００８９】
　絶縁材料研磨抑制剤としては、例えば、アリルアミン系重合体が挙げられる。本明細書
において「アリルアミン系重合体」とは、アリルアミン系化合物を含む単量体を重合して
得られる構造単位を有する重合体として定義される。本明細書において「アリルアミン系
化合物」とは、アリル基及びアミノ基を有する化合物として定義される。アリルアミン系
重合体は、アリルアミン系化合物のみを重合して得られる構造単位を有していてもよく、
アリルアミン系化合物と、アリルアミン系化合物以外の化合物とを共重合して得られる構
造単位を有していてもよい。絶縁材料研磨抑制剤は、一種を単独で、又は、二種以上を組
み合わせて使用できる。
【００９０】
　アリルアミン系重合体は、樹脂を絶縁材料に対して更に選択的に除去する観点から、当
該重合体の分子中に、下記一般式（ＩＩＩ）で表される構造単位、下記一般式（ＩＶ）で
表される構造単位、下記一般式（Ｖ）で表される構造単位、下記一般式（ＶＩ）で表され
る構造単位、及び、下記一般式（ＶＩＩ）で表される構造単位からなる群より選択される
少なくとも一種を有することが好ましい。
【００９１】
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【化３】

［式中、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ２及びＲ３は、各々独立に水素原子、アルキル基又はアラル
キル基を示し、当該アルキル基及びアラルキル基は、水酸基を有していてもよく、アミノ
基及び含窒素環は、各々独立に酸付加塩を形成していてもよく、Ｒ１１及びＲ１２は、互
いに同一であっても異なっていてもよい。］
【００９２】

【化４】

［式中、Ｒ４１及びＲ４２は、各々独立にアルキル基又はアラルキル基を示し、当該アル
キル基及びアラルキル基は、水酸基を有していてもよく、Ｒ５１及びＲ５２は、各々独立
にアルキル基又はアラルキル基を示し、Ｄ－は、一価の陰イオンを示す。Ｒ４１及びＲ４

２は、互いに同一であっても異なっていてもよい。Ｒ５１及びＲ５２は、互いに同一であ
っても異なっていてもよい。］
【００９３】
　アリルアミン系重合体に含まれる構造単位として、一般式（ＩＩＩ）～（ＶＩＩ）で表
される構造単位は、一種単独であってもよく、二種以上であってもよい。一般式（ＩＩＩ
）～（ＶＩＩ）で表される構造単位の分子中における総数は、絶縁材料の研磨速度を抑制
し易い観点から、５以上が好ましく、７以上がより好ましく、１０以上が更に好ましい。
ここで、一般式（ＩＩＩ）～（ＶＩＩ）で表される構造単位の分子中における総数は、研
磨剤に含まれるアリルアミン系重合体の平均値である。
【００９４】
　一般式（ＩＩＩ）、（ＩＶ）及び（Ｖ）におけるＲ１１、Ｒ１２、Ｒ２及びＲ３のアル
キル基は、直鎖状、分岐状及び環状のいずれであってもよい。アルキル基の炭素数は、絶
縁材料の研磨速度を抑制し易い観点から、１以上が好ましい。アルキル基の炭素数は、絶
縁材料の研磨速度を抑制し易い観点から、１０以下が好ましく、７以下がより好ましく、
５以下が更に好ましく、４以下が特に好ましい。
【００９５】
　Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ２及びＲ３のアルキル基は、水酸基を有していてもよい。Ｒ１１、
Ｒ１２、Ｒ２及びＲ３のアルキル基としては、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イ
ソプロピル基、ｎ－ブチル基、ｉｓｏ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、シクロヘキシル
基、これらの水酸基付加物（３－ヒドロキシプロピル基等）などが挙げられる。
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【００９６】
　「アラルキル基」とは、アルキル基の水素原子の１つがアリール基で置換されている基
をいう。ここで、一般式（ＩＩＩ）、（ＩＶ）及び（Ｖ）において、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ
２及びＲ３のアラルキル基を構成するアルキル基は、直鎖状、分岐状及び環状のいずれで
あってもよい。アラルキル基の炭素数は、絶縁材料の研磨速度を抑制し易い観点から、７
～１０が好ましい。
【００９７】
　Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ２及びＲ３のアラルキル基は、水酸基を有していてもよい。アラル
キル基としては、ベンジル基、フェネチル基、フェニルプロピル基、フェニルブチル基、
フェニルヘキシル基、これらの水酸基付加物等が挙げられる。
【００９８】
　一般式（ＩＩＩ）中のアミノ基、並びに、一般式（ＩＶ）及び（Ｖ）中の含窒素環は酸
付加塩を形成していてもよい。酸付加塩としては、塩酸塩、臭化水素酸塩、酢酸塩、硫酸
塩、硝酸塩、亜硫酸塩、リン酸塩、アミド硫酸塩、メタンスルホン酸塩等が挙げられる。
これらの中でも、絶縁材料に対する樹脂の更に高い研磨速度比が得られる観点から、塩酸
塩、酢酸塩及びアミド硫酸塩からなる群より選択される少なくとも一種が好ましい。
【００９９】
　Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ２及びＲ３は、前記の中でも、絶縁材料（例えば酸化珪素）との濡
れ性が良好である観点から、水素原子、メチル基及びエチル基からなる群より選択される
少なくとも一種が好ましい。
【０１００】
　一般式（ＩＩＩ）、（ＩＶ）又は（Ｖ）で表される構造単位を有するアリルアミン系重
合体の中でも、絶縁材料に対する樹脂の更に高い研磨選択比が得られる観点から、アリル
アミン重合体及びジアリルアミン重合体からなる群より選択される少なくとも一種が好ま
しい。同様の観点から、酸付加塩を含む構造単位としては、ジアリルアミン塩酸塩、メチ
ルジアリルアミン塩酸塩、エチルジアリルアミン塩酸塩、メチルジアリルアミン酢酸塩及
びメチルジアリルアミンアミド硫酸塩からなる群より選択される少なくとも一種が好まし
い。
【０１０１】
　一般式（ＶＩ）及び（ＶＩＩ）におけるＲ４１、Ｒ４２、Ｒ５１及びＲ５２のアルキル
基は、直鎖状、分岐状及び環状のいずれであってもよい。Ｒ４１及びＲ４２のアルキル基
の炭素数は、絶縁材料の研磨速度を抑制し易い観点から、１以上が好ましい。Ｒ４１及び
Ｒ４２のアルキル基の炭素数は、絶縁材料の研磨速度を抑制し易い観点から、１０以下が
好ましく、７以下がより好ましく、４以下が更に好ましい。Ｒ５１及びＲ５２のアルキル
基の炭素数は、絶縁材料の研磨速度を抑制し易い観点から、１以上が好ましい。Ｒ５１及
びＲ５２のアルキル基の炭素数は、絶縁材料の研磨速度を抑制し易い観点から、１０以下
が好ましく、７以下がより好ましく、４以下が更に好ましい。
【０１０２】
　Ｒ４１及びＲ４２のアルキル基は、水酸基を有していてもよい。Ｒ４１及びＲ４２のア
ルキル基としては、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチル
基、ｉｓｏ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、シクロヘキシル基、これらの水酸基付加物
（３－ヒドロキシプロピル基等）などが挙げられる。
【０１０３】
　Ｒ５１及びＲ５２のアルキル基としては、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソ
プロピル基、ｎ－ブチル基、ｉｓｏ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、シクロヘキシル基
等が挙げられる。
【０１０４】
　一般式（ＶＩ）及び（ＶＩＩ）におけるＲ４１、Ｒ４２、Ｒ５１及びＲ５２のアラルキ
ル基を構成するアルキル基は、直鎖状、分岐状及び環状のいずれであってもよい。アラル
キル基の炭素数は、絶縁材料の研磨速度を抑制し易い観点から、７～１０が好ましい。
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【０１０５】
　Ｒ４１及びＲ４２のアラルキル基は、水酸基を有していてもよい。アラルキル基として
は、ベンジル基、フェネチル基、フェニルプロピル基、フェニルブチル基、これらの水酸
基付加物等が挙げられる。
【０１０６】
　Ｒ５１及びＲ５２のアラルキル基としては、ベンジル基、フェネチル基、フェニルプロ
ピル基、フェニルブチル基等が挙げられる。
【０１０７】
　Ｒ４１、Ｒ４２、Ｒ５１及びＲ５２は、前記の中でも、絶縁材料（例えば酸化珪素）と
の濡れ性が良好である観点から、メチル基、ベンジル基及びフェネチル基からなる群より
選択される少なくとも一種の官能基が好ましい。
【０１０８】
　一般式（ＶＩ）及び（ＶＩＩ）におけるＤ－としては、Ｃｌ－、Ｂｒ－、Ｉ－等のハロ
ゲンイオン；メチルサルフェートイオン、エチルサルフェートイオン、ジメチルサルフェ
ートイオン等のアルキルサルフェートイオンなどが挙げられる。
【０１０９】
　一般式（ＶＩ）において下記一般式（ＶＩａ）で表される部分構造、及び、一般式（Ｖ
ＩＩ）において下記一般式（ＶＩＩａ）で表される部分構造としては、Ｎ，Ｎ－ジアルキ
ルアンモニウム塩、Ｎ－アルキル－Ｎ－ベンジルアンモニウム塩等が挙げられる。Ｎ，Ｎ
－ジアルキルアンモニウム塩としては、Ｎ，Ｎ－ジアルキルアンモニウムハライド、Ｎ，
Ｎ－ジアルキルアンモニウムアルキルサルフェート等が挙げられる。Ｎ，Ｎ－ジアルキル
アンモニウムハライドとしては、Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウムハライド、Ｎ，Ｎ－ジエ
チルアンモニウムハライド、Ｎ，Ｎ－ジプロピルアンモニウムハライド、Ｎ，Ｎ－ジブチ
ルアンモニウムハライド等が挙げられる。Ｎ，Ｎ－ジアルキルアンモニウムアルキルサル
フェートとしては、Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウムメチルサルフェート、Ｎ，Ｎ－メチル
エチルアンモニウムエチルサルフェート等が挙げられる。Ｎ－アルキル－Ｎ－ベンジルア
ンモニウム塩としては、Ｎ－メチル－Ｎ－ベンジルアンモニウムハライド、Ｎ－エチル－
Ｎ－ベンジルアンモニウムハライド等のＮ－アルキル－Ｎ－ベンジルアンモニウムハライ
ドなどが挙げられる。前記部分構造のハライドとしては、クロリド、ブロミド、ヨージド
等が挙げられる。これらの部分構造を有する構造単位の中でも、絶縁材料に対する樹脂の
更に高い研磨速度比が得られる観点から、Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウムクロリド及びＮ
，Ｎ－メチルエチルアンモニウムエチルサルフェートからなる群より選択される少なくと
も一種が好ましい。
【０１１０】
【化５】

【０１１１】
　アリルアミン重合体は、アリルアミン系化合物と、アリルアミン系化合物以外の化合物
とを共重合して得られる構造を有していてもよい。アリルアミン系重合体は、例えば、一
般式（ＩＩＩ）で表される構造単位、一般式（ＩＶ）で表される構造単位、及び、一般式
（Ｖ）で表される構造単位からなる群より選択される少なくとも一種の構造単位を与える
単量体と、アリルアミン系化合物以外の単量体とを共重合して得られる構造を有していて
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もよい。
【０１１２】
　アリルアミン系重合体は、下記一般式（ＶＩＩＩ）で表される構造単位、下記式（ＩＸ
）で表される構造単位、下記一般式（Ｘ）で表される構造単位、及び、下記一般式（ＸＩ
）で表される構造単位からなる群より選択される少なくとも一種を有していてもよい。例
えば、アリルアミン系重合体は、一般式（ＩＩＩ）で表される構造単位、一般式（ＩＶ）
で表される構造単位、一般式（Ｖ）で表される構造単位、一般式（ＶＩ）で表される構造
単位、及び、一般式（ＶＩＩ）で表される構造単位からなる群より選択される少なくとも
一種の構造単位と、一般式（ＶＩＩＩ）で表される構造単位、式（ＩＸ）で表される構造
単位、一般式（Ｘ）で表される構造単位、及び、一般式（ＸＩ）で表される構造単位から
なる群より選択される少なくとも一種の構造単位とを有していてもよい。
【０１１３】
【化６】

［式（ＶＩＩＩ）において、Ｑは、アルキレン基を示し、Ｒ６は、水素原子又はアルキル
基を示し、ｎは、０～３０の平均付加モル数を示す。］
【０１１４】
【化７】

【０１１５】
【化８】

［式（Ｘ）において、Ｒ７は、水素原子又はアルキル基を示し、Ｙ＋は、陽イオンを示す
。］
【０１１６】
【化９】

［式（ＸＩ）において、Ｒ８は、水素原子又はアルキル基を示す。］
【０１１７】
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　ｎが０のとき、一般式（ＶＩＩＩ）で表される構造単位を与える単量体としては、アリ
ルアルコール等が挙げられる。ｎが１～３０のとき、一般式（ＶＩＩＩ）で表される構造
単位を与える単量体としては、（ポリ）オキシアルキレンモノアリルエーテル、（ポリ）
オキシアルキレンモノアリルモノメチルエーテル等が挙げられる。この場合、前記Ｑで示
されるアルキレン基としては、絶縁材料の研磨速度を抑制し易い観点から、炭素数２～３
の直鎖又は分岐鎖のアルキレン基が好ましく、エチレン基、トリメチレン基及びプロピレ
ン基からなる群より選択される少なくとも一種がより好ましい。アルキレン基は、一種を
単独で、又は、二種以上を組み合わせて導入されてもよい。Ｒ６としては、絶縁材料の研
磨速度を抑制し易い観点から、水素原子及びメチル基からなる群より選択される少なくと
も一種が好ましい。
【０１１８】
　一般式（ＶＩＩＩ）で表される構造単位を有するアリルアミン系重合体としては、絶縁
材料に対する樹脂の研磨速度比が更に高くなる観点から、ジアリルメチルアミン塩酸塩ア
リルアルコール共重合体が好ましい。
【０１１９】
　式（ＩＸ）で表される構造単位を与える単量体としては、二酸化硫黄等が挙げられる。
式（ＩＸ）で表される構造単位を有するアリルアミン系重合体としては、絶縁材料に対す
る樹脂の更に高い研磨速度比が得られる観点から、ジアリルアミン塩酸塩二酸化硫黄共重
合体が好ましい。
【０１２０】
　一般式（Ｘ）におけるＲ７としては、絶縁材料の研磨速度を抑制し易い観点から、水素
原子及びメチル基からなる群より選択される少なくとも一種が好ましく、水素原子がより
好ましい。Ｙ＋としては、ナトリウムイオン、カリウムイオン等のアルカリ金属イオン；
水素イオン；アンモニウムイオンなどが挙げられる。
【０１２１】
　一般式（Ｘ）で表される構造単位を与える単量体としては、マレイン酸、フマル酸、シ
トラコン酸、イタコン酸、メサコン酸、２－アリルマロン酸等が挙げられ、中でも、絶縁
材料の研磨速度を低減し易い観点、及び、研磨剤中におけるアリルアミン系重合体の分散
性が良好である観点から、マレイン酸が好ましい。
【０１２２】
　一般式（Ｘ）で表される構造単位を有するアリルアミン系重合体としては、絶縁材料に
対する樹脂の更に高い研磨速度比が得られる観点から、ジアリルアミン塩酸塩マレイン酸
共重合体、及び、ジアリルアミンアミド硫酸塩マレイン酸共重合体からなる群より選択さ
れる少なくとも一種が好ましい。
【０１２３】
　一般式（ＸＩ）におけるＲ８としては、絶縁材料の研磨速度を抑制し易い観点から、水
素原子及びメチル基からなる群より選択される少なくとも一種が好ましく、水素原子がよ
り好ましい。一般式（ＸＩ）で表される構造単位を与える単量体としては、アクリルアミ
ド等が挙げられる。
【０１２４】
　一般式（ＸＩ）で表される構造単位を有するアリルアミン系重合体としては、絶縁材料
に対する樹脂の更に高い研磨速度比が得られる観点から、ジアリルメチルアンモニウムク
ロリドアクリルアミド共重合体、及び、ジアリルジメチルアンモニウムクロリドアクリル
アミド共重合体からなる群より選択される少なくとも一種が好ましい。
【０１２５】
　アリルアミン系重合体としては、絶縁材料に対する樹脂の更に高い研磨速度比が得られ
る観点から、メチルジアリルアミンアミド硫酸塩重合体、アリルアミン重合体、ジアリル
ジメチルアンモニウムクロリドアクリルアミド共重合体、及び、ジアリルアミン塩酸塩二
酸化硫黄共重合体からなる群より選択される少なくとも一種が好ましい。
【０１２６】
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　絶縁材料研磨抑制剤（アリルアミン系重合体等）の重量平均分子量（Ｍｗ）は、絶縁材
料の研磨速度を抑制し易い観点から、５００以上が好ましく、８００以上がより好ましく
、１０００以上が更に好ましい。絶縁材料研磨抑制剤（アリルアミン系重合体等）の重量
平均分子量は、粘度が過剰に高くなることが抑制されて良好な保存安定性が得られる観点
から、３０００００以下が好ましく、２０００００以下がより好ましく、１５００００以
下が更に好ましい。絶縁材料研磨抑制剤（アリルアミン系重合体等）の重量平均分子量は
、ＧＰＣを用いて、エーテル結合を有する水溶性高分子の重量平均分子量と同様の条件で
測定できる。
【０１２７】
　絶縁材料研磨抑制剤の含有量は、絶縁材料の研磨速度を抑制し易い観点から、研磨剤の
全質量基準で、０．００１質量％以上が好ましく、０．００３質量％以上がより好ましく
、０．００４質量％以上が更に好ましく、０．００５質量％以上が特に好ましい。絶縁材
料研磨抑制剤の含有量は、樹脂の研磨速度が低下することを抑制し易く、絶縁材料に対す
る樹脂の研磨速度比を高く保持し易い観点から、研磨剤の全質量基準で、０．４００質量
％以下が好ましく、０．３００質量％以下がより好ましく、０．２００質量％以下が更に
好ましく、０．１００質量％以下が特に好ましい。
【０１２８】
　砥粒の含有量に対する絶縁材料研磨抑制剤の含有量の質量比（絶縁材料研磨抑制剤／砥
粒）は、樹脂を絶縁材料に対して選択的に除去し易い観点から、０．００２以上が好まし
く、０．００３以上がより好ましく、０．００５以上が更に好ましい。砥粒の含有量に対
する絶縁材料研磨抑制剤の含有量の質量比は、樹脂を良好な研磨速度で除去し易い観点か
ら、０．４００以下が好ましく、０．３００以下がより好ましく、０．２００以下が更に
好ましい。
【０１２９】
［防食剤］
　本実施形態に係る研磨剤は、防食剤（防食剤成分、金属防食剤）を含有してもよい。防
食剤としては、特に制限はなく、金属材料に対する防食作用を有する化合物として従来公
知の成分がいずれも使用可能である。防食剤としては、具体的には、トリアゾール化合物
、ピリジン化合物、ピラゾール化合物、ピリミジン化合物、イミダゾール化合物、グアニ
ジン化合物、チアゾール化合物、テトラゾール化合物、トリアジン化合物及びヘキサメチ
レンテトラミンからなる群より選ばれる少なくとも一種を用いることができる。ここで、
「化合物」とは、その骨格を有する化合物の総称であり、例えば「トリアゾール化合物」
とは、トリアゾール骨格を有する化合物を意味する。防食剤としては、トリアゾール骨格
を有するトリアゾール化合物が好ましい。防食剤は、一種を単独で、又は、二種以上を組
み合わせて使用できる。
【０１３０】
　トリアゾール化合物としては、例えば、１，２，３－トリアゾール、１，２，４－トリ
アゾール、３－アミノ－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール、ベンゾトリアゾール、１－ヒ
ドロキシベンゾトリアゾール、１－ジヒドロキシプロピルベンゾトリアゾール、２，３－
ジカルボキシプロピルベンゾトリアゾール、４－ヒドロキシベンゾトリアゾール、４－カ
ルボキシ－１Ｈ－ベンゾトリアゾール、４－カルボキシ－１Ｈ－ベンゾトリアゾールメチ
ルエステル（１Ｈ－ベンゾトリアゾール－４－カルボン酸メチル）、４－カルボキシ－１
Ｈ－ベンゾトリアゾールブチルエステル（１Ｈ－ベンゾトリアゾール－４－カルボン酸ブ
チル）、４－カルボキシ－１Ｈ－ベンゾトリアゾールオクチルエステル（１Ｈ－ベンゾト
リアゾール－４－カルボン酸オクチル）、５－ヘキシルベンゾトリアゾール、［１，２，
３－ベンゾトリアゾリル－１－メチル］［１，２，４－トリアゾリル－１－メチル］［２
－エチルヘキシル］アミン、トリルトリアゾール、ナフトトリアゾール、ビス［（１－ベ
ンゾトリアゾリル）メチル］ホスホン酸、３Ｈ－１，２，３－トリアゾロ［４，５－ｂ］
ピリジン－３－オール、１Ｈ－１，２，３－トリアゾロ［４，５－ｂ］ピリジン、１－ア
セチル－１Ｈ－１，２，３－トリアゾロ［４，５－ｂ］ピリジン、１，２，４－トリアゾ
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ロ［１，５－ａ］ピリミジン、２－メチル－５，７－ジフェニル－［１，２，４］トリア
ゾロ［１，５－ａ］ピリミジン、２－メチルサルファニル－５，７－ジフェニル－［１，
２，４］トリアゾロ［１，５－ａ］ピリミジン、２－メチルサルファニル－５，７－ジフ
ェニル－４，７－ジヒドロ－［１，２，４］トリアゾロ［１，５－ａ］ピリミジン等が挙
げられる。なお、一分子中にトリアゾール骨格と、それ以外の骨格とを有する化合物は、
トリアゾール化合物に分類するものとする。
【０１３１】
　ピリジン化合物としては、８－ヒドロキシキノリン、プロチオナミド、２－ニトロピリ
ジン－３－オール、ピリドキサミン、ニコチンアミド、イプロニアジド、イソニコチン酸
、ベンゾ［ｆ］キノリン、２，５－ピリジンジカルボン酸、４－スチリルピリジン、アナ
バシン、４－ニトロピリジン－１－オキシド、ピリジン－３－酢酸エチル、キノリン、２
－エチルピリジン、キノリン酸、シトラジン酸、ピリジン－３－メタノール、２－メチル
－５－エチルピリジン、２－フルオロピリジン、ペンタフルオロピリジン、６－メチルピ
リジン－３－オール、ピリジン－２－酢酸エチル、３－ヒドロキシピリジン等が挙げられ
る。
【０１３２】
　ピラゾール化合物としては、ピラゾール、１－アリル－３，５－ジメチルピラゾール、
３，５－ジ（２－ピリジル）ピラゾール、３，５－ジイソプロピルピラゾール、３，５－
ジメチル－１－ヒドロキシメチルピラゾール、３，５－ジメチル－１－フェニルピラゾー
ル、３，５－ジメチルピラゾール、３－アミノ－５－ヒドロキシピラゾール、４－メチル
ピラゾール、Ｎ－メチルピラゾール、３－アミノピラゾール、３－アミノピラゾール等が
挙げられる。
【０１３３】
　ピリミジン化合物としては、ピリミジン、１，３－ジフェニル－ピリミジン－２，４，
６－トリオン、１，４，５，６－テトラヒドロピリミジン、２，４，５，６－テトラアミ
ノピリミジンサルフェイト、２，４，５－トリヒドロキシピリミジン、２，４，６－トリ
アミノピリミジン、２，４，６－トリクロロピリミジン、２，４，６－トリメトキシピリ
ミジン、２，４，６－トリフェニルピリミジン、２，４－ジアミノ－６－ヒドロキシルピ
リミジン、２，４－ジアミノピリミジン、２－アセトアミドピリミジン、２－アミノピリ
ミジン、４－アミノピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン、１，３，４，６，７，８－ヘキ
サヒドロ－２Ｈ－ピリミド［１，２－ａ］ピリミジン等が挙げられる。なお、一分子中に
ピリミジン骨格と、それ以外の骨格（トリアゾール骨格を除く）とを有する化合物は、ピ
リミジン化合物に分類するものとする。
【０１３４】
　イミダゾール化合物としては、１，１’－カルボニルビス－１Ｈ－イミダゾール、１，
１’－オキサリルジイミダゾール、１，２，４，５－テトラメチルイミダゾール、１，２
－ジメチル－５－ニトロイミダゾール、１，２－ジメチルイミダゾール、１－（３－アミ
ノプロピル）イミダゾール、１－ブチルイミダゾール、１－エチルイミダゾール、１－メ
チルイミダゾール、ベンズイミダゾール等が挙げられる。
【０１３５】
　グアニジン化合物としては、１，１，３，３－テトラメチルグアニジン、１，２，３－
トリフェニルグアニジン、１，３－ジ－ｏ－トリルグアニジン、１，３－ジフェニルグア
ニジン等が挙げられる。
【０１３６】
　チアゾール化合物としては、２－メルカプトベンゾチアゾール、２，４－ジメチルチア
ゾール等が挙げられる。
【０１３７】
　テトラゾール化合物としては、テトラゾール、５－メチルテトラゾール、５－アミノ－
１Ｈ－テトラゾール、１－（２－ジメチルアミノエチル）－５－メルカプトテトラゾール
等が挙げられる。
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【０１３８】
　トリアジン化合物としては、３，４－ジヒドロ－３－ヒドロキシ－４－オキソ－１，２
，４－トリアジン等が挙げられる。
【０１３９】
　防食剤の含有量は、金属材料の腐食及び表面荒れを抑制できる観点から、研磨剤の全質
量基準で、０．００１質量％以上が好ましく、０．０１質量％以上がより好ましく、０．
０２質量％以上が更に好ましく、０．０５質量％以上が特に好ましく、０．１質量％以上
が極めて好ましい。防食剤の含有量は、金属材料の良好な研磨速度を得ることができる観
点から、研磨剤の全質量基準で、１０質量％以下が好ましく、５．０質量％以下がより好
ましく、０．５質量％以下が更に好ましく、０．３質量％以下が特に好ましい。
【０１４０】
　防食剤は、銅系金属又はコバルト系金属等の配線金属に対して保護膜を形成することで
、配線金属のエッチングを抑制し被研磨面の荒れを低減し易くすることができる。
【０１４１】
　このような効果を好適に得る観点から、防食剤としては、トリアゾール化合物、ピリジ
ン化合物、イミダゾール化合物、テトラゾール化合物、トリアジン化合物及びヘキサメチ
レンテトラミンからなる群より選択される少なくとも一種が好ましく、３Ｈ－１，２，３
－トリアゾロ［４，５－ｂ］ピリジン－３－オール、１－ヒドロキシベンゾトリアゾール
、１Ｈ－１，２，３－トリアゾロ［４，５－ｂ］ピリジン、ベンゾトリアゾール、３－ヒ
ドロキシピリジン、ベンズイミダゾール、５－アミノ－１Ｈ－テトラゾール、３，４－ジ
ヒドロ－３－ヒドロキシ－４－オキソ－１，２，４－トリアジン及びヘキサメチレンテト
ラミンからなる群より選ばれる少なくとも一種がより好ましい。
【０１４２】
　研磨剤における防食剤の含有量に対する酸成分の含有量の質量比（酸成分／防食剤）は
、エッチング速度と研磨速度とを良好に制御する観点から、１０／１～１／５の範囲が好
ましく、７／１～１／５の範囲がより好ましく、５／１～１／５の範囲が更に好ましく、
５／１～１／１の範囲が特に好ましい。
【０１４３】
［酸化剤］
　本実施形態に係る研磨剤は、酸化剤（酸化剤成分、金属酸化剤）を含有してもよい。研
磨剤が酸化剤を含有することで金属材料（配線金属、バリア金属等。例えば金属層）の研
磨速度を向上させることができる。酸化剤は、特に制限はなく、通常用いられる酸化剤か
ら適宜選択することができる。具体的には、酸化剤としては、過酸化水素、ペルオキソ硫
酸塩、過ヨウ素酸カリウム、次亜塩素酸、オゾン水等が挙げられ、これらの中でも過酸化
水素が好ましい。なお、上記酸成分である硝酸を酸化剤として用いてもよい。酸化剤は、
一種を単独で、又は、二種以上を組み合わせて使用できる。
【０１４４】
　酸化剤の含有量は、金属材料の酸化が不充分となり金属材料の研磨速度が低下すること
を防ぐ観点から、研磨剤の全質量基準で、０．０１質量％以上が好ましく、０．０５質量
％以上がより好ましく、０．０７質量％以上が更に好ましく、０．０９質量％以上が特に
好ましく、０．１質量％以上が極めて好ましい。酸化剤の含有量は、被研磨面に荒れが生
じることを抑制できると共にディッシングを小さく抑えることができる観点から、研磨剤
の全質量基準で、１０質量％以下が好ましく、８質量％以下がより好ましい。なお、過酸
化水素水のように一般に水溶液として入手できる酸化剤を用いる場合、当該水溶液中に含
まれる酸化剤の含有量が研磨剤において前記範囲になるように酸化剤の含有量を調整でき
る。
【０１４５】
（ｐＨ調整剤及び研磨剤のｐＨ）
　本実施形態に係る研磨剤のｐＨは、充分な機械的研磨力が得られ易く、樹脂の研磨速度
が更に向上する観点から、１．０以上が好ましく、１．５以上がより好ましく、２．０以



(23) JP 6879202 B2 2021.6.2

10

20

30

40

50

上が更に好ましく、２．３以上が特に好ましく、２．５以上が極めて好ましい。研磨剤の
ｐＨは、砥粒の良好な分散安定性が得られる観点から、８．０以下が好ましく、５．０以
下がより好ましく、４．０以下が更に好ましく、３．５以下が特に好ましい。ｐＨは液温
２５℃におけるｐＨと定義する。
【０１４６】
　本実施形態に係る研磨剤は、ｐＨ調整剤（ｐＨ調整剤成分）を含有していてもよい。ｐ
Ｈ調整剤を用いることにより、研磨剤のｐＨを容易に調整することができる。ｐＨ調整剤
としてはアンモニア、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ＴＭＡＨ（テトラメチルアン
モニウムヒドロキシド）等の塩基成分が挙げられる。なお、前記酸成分等により研磨剤の
ｐＨを調整することもできる。
【０１４７】
　研磨剤のｐＨは、一般的なガラス電極を用いたｐＨメーターによって測定できる。具体
的には、例えば、株式会社堀場製作所の商品名：Ｍｏｄｅｌ（Ｆ－５１）を使用できる。
フタル酸塩ｐＨ標準液（ｐＨ４．０１）と、中性リン酸塩ｐＨ標準液（ｐＨ６．８６）と
、ホウ酸塩ｐＨ標準液（ｐＨ９．１８）とをｐＨ標準液として用い、ｐＨメーターを３点
校正した後、ｐＨメーターの電極を研磨剤に入れて、２ｍｉｎ以上経過して安定した後の
値を測定することによりｐＨの測定値が得られる。このとき、標準緩衝液及び研磨剤の液
温は、例えば２５℃である。
【０１４８】
［界面活性剤］
　研磨剤は、界面活性剤（界面活性剤成分）を含有していてもよい。界面活性剤としては
、水溶性陰イオン性界面活性剤、水溶性非イオン性界面活性剤、水溶性陽イオン性界面活
性剤等が挙げられる。水溶性陰イオン性界面活性剤としては、ラウリル硫酸アンモニウム
、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム、アルキルリン酸エステル塩、
ポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸塩、ラウロイルサルコシン塩等が挙げられる
。水溶性非イオン性界面活性剤としては、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリエ
チレングリコールモノステアレート等が挙げられる。水溶性陽イオン性界面活性剤として
は、ヘキサデシルトリメチルアンモニウム塩、ミリスチルトリメチルアンモニウム塩、ラ
ウリルトリメチルアンモニウム塩、ステアリルトリメチルアンモニウム塩、セチルトリメ
チルアンモニウム塩、ステアリルトリメチルアンモニウム塩、ジステアリルジメチルアン
モニウム塩、アルキルベンジルジメチルアンモニウム塩、アルキルベンジルジメチルアン
モニウム塩、ココナットアミンアセテート、ステアリルアミンアセテート等が挙げられる
。これらの中でも、界面活性剤としては、水溶性陰イオン性界面活性剤が好ましい。特に
、共重合成分としてアンモニウム塩又はテトラメチルアンモニウム塩を用いて得られた高
分子分散剤等の水溶性陰イオン性界面活性剤の少なくとも一種を使用することがより好ま
しい。界面活性剤は、一種を単独で、又は、二種以上を組み合わせて使用できる。界面活
性剤の含有量は、研磨剤の全質量基準で例えば０．０００１～０．１質量％である。
【０１４９】
　研磨剤に含まれる各成分の配合方法及び研磨剤の希釈方法は、特に制限はなく、例えば
、翼式攪拌機による攪拌、又は、超音波分散等で各成分を分散又は溶解させることができ
る。水に対する各成分の混合順序は限定されない。
【０１５０】
　本実施形態に係る研磨剤は、砥粒と、エーテル結合を有する水溶性高分子と、有機溶媒
と、水とを少なくとも含む一液式研磨剤として保存してもよく、スラリ（第一の液）と、
添加液（第二の液）とを有する複数液式研磨剤として保存してもよい。複数液式研磨剤で
は、スラリと添加液とを混合して前記研磨剤となるように前記研磨剤の構成成分がスラリ
と添加液とに分けられる。スラリは、例えば、砥粒及び水を少なくとも含む。添加液は、
例えば、エーテル結合を有する水溶性高分子、有機溶媒及び水を少なくとも含む。絶縁材
料研磨抑制剤、防食剤、酸化剤、界面活性剤、消泡剤等の添加剤は、スラリ及び添加液の
うち添加液に含まれることが好ましい。なお、研磨剤の構成成分は、三液以上に分けて保
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存してもよい。
【０１５１】
　複数液式研磨剤においては、研磨直前又は研磨時にスラリ及び添加液が混合されて研磨
剤が調製されてもよい。複数液式研磨剤におけるスラリと添加液とをそれぞれ研磨定盤上
へ供給し、研磨定盤上においてスラリ及び添加液が混合されて得られる研磨剤を用いて被
研磨面を研磨してもよい。
【０１５２】
＜研磨剤用貯蔵液＞
　本実施形態に係る研磨剤用貯蔵液は、前記研磨剤を得るための貯蔵液であり、研磨剤用
貯蔵液を水で希釈することにより前記研磨剤が得られる。研磨剤用貯蔵液は、水の量を使
用時よりも減じて保管されており、使用前又は使用時に水で希釈されて前記研磨剤として
用いられる。研磨剤用貯蔵液は、水の含有量が前記研磨剤よりも少ない点で前記研磨剤と
異なっている。希釈倍率は、例えば１．５倍以上である。
【０１５３】
＜研磨方法＞
　本実施形態に係る研磨方法は、研磨剤を用いて、樹脂を有する基体をＣＭＰして、樹脂
の少なくとも一部を除去する研磨工程を備えている。本実施形態に係る研磨方法では、樹
脂を有する基体を研磨する。基体は、例えば、表面に凹部及び凸部を有する基板上に形成
された樹脂を有する。基体は、例えば、配線板であってよい。
【０１５４】
　本実施形態に係る研磨方法は、例えば、研磨工程として、一液式研磨剤を用いて基体を
ＣＭＰして、樹脂の少なくとも一部を除去するＣＭＰ工程を備えていてもよく、複数液式
研磨剤におけるスラリと添加液とを混合して得られる研磨剤を用いて基体をＣＭＰして、
樹脂の少なくとも一部を除去するＣＭＰ工程を備えていてもよく、研磨剤用貯蔵液を水で
希釈して得られる研磨剤を用いて基体をＣＭＰして、樹脂の少なくとも一部を除去するＣ
ＭＰ工程を備えていてもよい。ＣＭＰ工程では、例えば、樹脂を研磨して絶縁材料が露出
したときに研磨が停止されてもよい。
【０１５５】
　本実施形態に係る研磨方法は、ＣＭＰ工程の前に、樹脂を有する基体を用意する工程を
備えていてもよい。
【０１５６】
　複数液式研磨剤を用いる場合、本実施形態に係る研磨方法は、ＣＭＰ工程の前に、複数
液式研磨剤におけるスラリと添加液とを混合して研磨剤を得る研磨剤調製工程を備えてい
てもよい。研磨剤用貯蔵液を用いる場合、本実施形態に係る研磨方法は、ＣＭＰ工程の前
に、研磨剤用貯蔵液を水で希釈して研磨剤を得る研磨剤調製工程を備えていてもよい。
【０１５７】
　ＣＭＰ工程では、例えば、基体の被研磨面を研磨定盤の研磨布（研磨パッド）に押しあ
て、被研磨面と研磨布との間に研磨剤を供給して、基体の裏面（被研磨面と反対の面）に
所定の圧力を加えた状態で、基体を研磨定盤に対して相対的に動かすことにより被研磨面
を研磨する。
【０１５８】
　研磨装置としては、例えば、回転数を変更可能なモータ等が取り付けてあると共に研磨
布を貼り付け可能な定盤と、基体を保持するホルダーとを有する一般的な研磨装置を使用
できる。研磨布としては、特に制限はないが、一般的な不織布、発泡ポリウレタン、多孔
質フッ素樹脂等が使用できる。研磨条件に特に制限はないが、基体が飛び出さないように
定盤の回転速度は２００回／ｍｉｎ以下の低回転が好ましい。例えば、研磨している間、
研磨布には研磨剤をポンプ等で連続的に供給する。研磨剤の供給量に制限はないが、研磨
布の表面が常に研磨剤で覆われると共に、研磨の進行により生じる生成物が連続的に排出
されることが好ましい。
【０１５９】
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　研磨布の表面状態を常に同一にしてＣＭＰを行うために、本実施形態に係る研磨方法は
、ＣＭＰ工程の前に研磨布のコンディショニング工程を備えることが好ましい。例えば、
ダイヤモンド粒子のついたドレッサを用いて、少なくとも水を含む液で研磨布のコンディ
ショニングを行う。本実施形態に係る研磨方法は、ＣＭＰ工程後に、基体洗浄工程を備え
ることが好ましい。研磨終了後の基体は、流水中でよく洗浄後、スピンドライ等を用いて
、基体上に付着した水滴を払い落としてから、乾燥させることが好ましい。また、市販の
洗浄液を基体表面に流しつつ、ポリウレタンでできたブラシを回転させながら当該ブラシ
を基体に一定の圧力で押し付けて基体上の付着物を除去する、公知の洗浄方法により洗浄
した後に乾燥させることがより好ましい。
【０１６０】
　本実施形態に係る研磨剤によれば、樹脂を有する基体をＣＭＰして、樹脂の少なくとも
一部を除去できる。このような特長を利用した用途としては、例えば、ダブルパターニン
グ用途が挙げられる。図２を用いて本実施形態に係る研磨方法を説明する。
【０１６１】
　まず、基板１１と、所定のパターンを有すると共に基板１１上に形成された酸化珪素１
２と、を有する基体を用意する（図２（ａ））。基板１１及び酸化珪素１２上に樹脂１３
を塗布及び硬化して形成する（図２（ｂ））。樹脂１３の表面には、酸化珪素１２のパタ
ーンと同様のパターンが形成される。このような樹脂１３は、一般に犠牲膜と称されるこ
ともある。
【０１６２】
　次に、酸化珪素１２が露出するまで樹脂１３の表層部をＣＭＰして、酸化珪素１２の表
面及び樹脂１３の表面により構成される表面を平坦化する（図２（ｃ））。ＣＭＰプロセ
スにより充分に平坦化された基体の表面は、フォトレジスト塗布時に形成される凹凸が少
なく、焦点深度が低下し難いと共に歩留まりが低下し難い。また、酸化珪素１２が露出し
た後に酸化珪素１２が研磨されることが抑えられるため、基体の表面を均一に仕上げるこ
とができる。なお、図２（ｃ）の工程の後、フォトレジスト塗布前に反射防止膜（ＢＡＲ
Ｃ膜）を形成してもよい。
【０１６３】
　続いて、フォトレジスト１４を酸化珪素１２及び樹脂１３の表面に均一に塗布する（図
２（ｄ））。そして、露光装置を用いてマスクパターンをフォトレジスト１４に転写する
。パターン転写後の基体を熱処理した後、フォトレジスト１４の不要な部分を除去するた
めに現像処理する（図２（ｅ））。
【０１６４】
　次に、プラズマ化したガス等を用いたドライエッチングにより、酸化珪素１２における
フォトレジスト１４間に露出した部分を除去する（図２（ｆ））。そして、エタノールア
ミン類及び有機溶媒を組み合わせた溶液等を用いてフォトレジスト１４を剥離処理する（
図２（ｇ））。さらに、ウエットエッチングにより樹脂１３を除去する（図２（ｈ））。
以上により、酸化珪素１２の初期パターン（図２（ａ））のピッチの半分のラインアンド
スペースのパターンが形成される。
【０１６５】
　樹脂の研磨速度は、ダブルパターニング用途に好適である観点から下記の研磨速度が好
ましい。樹脂の研磨速度は、研磨時間を短縮する観点から、１００ｎｍ／ｍｉｎ以上が好
ましく、１１０ｎｍ／ｍｉｎ以上がより好ましく、１４０ｎｍ／ｍｉｎ以上が更に好まし
く、１５０ｎｍ／ｍｉｎ以上が特に好ましい。樹脂の研磨速度は、樹脂の凹部の過剰な研
磨が進むことが抑制されて平坦性が更に向上する観点、及び、研磨時間を調整することが
容易である観点から、１０００ｎｍ／ｍｉｎ以下が好ましく、８００ｎｍ／ｍｉｎ以下が
より好ましい。
【実施例】
【０１６６】
　以下、実施例により本発明を更に詳しく説明するが、本発明の技術的思想を逸脱しない
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限り、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。例えば、研磨剤の材料の種類
及びその配合比率は、本実施例記載の種類及び比率以外の種類及び比率でも構わないし、
研磨対象の組成及び構造も、本実施例記載の組成及び構造以外の組成及び構造でも構わな
い。
【０１６７】
＜研磨剤の調製＞
（実施例１）
　エーテル結合を有する水溶性高分子としてＡ１（ポリオキシプロピレンポリグリセリル
エーテル、阪本薬品工業株式会社製、商品名：ＳＣ－Ｐ１０００、重量平均分子量：１０
００）０．３００質量部と、有機溶媒としてプロピレングリコールモノプロピルエーテル
５．０００質量部と、酸成分としてリンゴ酸を容器に入れた。さらに、超純水Ｘ質量部を
注いだ後に攪拌して各成分を溶解させた。次に、平均粒径（平均二次粒径）が７０ｎｍで
あるコロイダルシリカ１を３．０００質量部添加して研磨剤１００質量部を得た。砥粒の
表面は、研磨剤中において正に帯電していた。なお、超純水の配合量Ｘ質量部は、研磨剤
が１００質量部になるよう計算して調整した。実施例１の研磨剤のｐＨは２．５であり、
砥粒のゼータ電位は１４ｍＶであった。
【０１６８】
（実施例２～１８、比較例１～５）
　砥粒、エーテル結合を有する水溶性高分子、有機溶媒及び酸成分の種類並びに含有量を
表１～３に示されるとおりに変更した以外は、実施例１と同様の方法で研磨剤を調製した
。実施例１８では、防食剤としてベンゾトリアゾールを用い、酸化剤として３０質量％の
過酸化水素水を用いた。表１～３の各成分の量は、研磨剤の全質量を基準とした含有量（
単位：質量％）である。なお、表１～３中の砥粒、エーテル結合を有する水溶性高分子及
び有機溶媒の詳細をそれぞれ表４～６に示す。
【０１６９】
＜研磨剤のｐＨ測定＞
　研磨剤のｐＨは下記の条件で測定した。結果を表１～３に示す。
　測定温度：２５±５℃
　測定装置：株式会社堀場製作所の商品名：Ｍｏｄｅｌ（Ｆ－５１）
　測定方法：フタル酸塩ｐＨ標準液（ｐＨ４．０１）と、中性リン酸塩ｐＨ標準液（ｐＨ
６．８６）と、ホウ酸塩ｐＨ標準液（ｐＨ９．１８）とをｐＨ標準液として用い、ｐＨメ
ーターを３点校正した後、ｐＨメーターの電極を研磨剤に入れて、２ｍｉｎ以上経過して
安定した後のｐＨを前記測定装置により測定した。
【０１７０】
＜ゼータ電位の測定＞
　ゼータ電位測定装置は、ベックマンコールター社製の商品名：ＤＥＬＳＡ　ＮＡＮＯ　
Ｃを用いた。ゼータ電位測定装置において測定サンプルの散乱強度が１．０×１０４～５
．０×１０４ｃｐｓとなるように研磨剤を純水で希釈してサンプルを得た。その後、得ら
れたサンプルをゼータ電位測定用セルに入れてゼータ電位を測定した。結果を表１～３に
示す。
【０１７１】
＜研磨特性の評価＞
　被研磨対象の基体（樹脂膜を有する樹脂基板）として、厚み２００ｎｍの膜状の複素環
含有樹脂をシリコン基板上に形成して得られる基体、及び、厚み２００ｎｍの膜状のポリ
イミド樹脂をシリコン基板上に形成して得られる基体を用いた。上記で調製した研磨剤を
用いて、下記研磨条件にて６０秒間樹脂膜を化学機械研磨した。なお、ポリイミド樹脂の
研磨は、実施例１～５、９～１０、１５～１８及び比較例１～２において行った。
【０１７２】
［基板研磨条件］
　研磨装置：片面用研磨機（アプライドマテリアルズ製、商品名ＭＩＲＲＡ）
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　研磨布：スウェード状発泡ポリウレタン樹脂製研磨布
　定盤回転数：９３回／ｍｉｎ
　ヘッド回転数：８７回／ｍｉｎ
　研磨圧力：１４ｋＰａ
　研磨剤の供給量：２００ｍＬ／ｍｉｎ
【０１７３】
　上記研磨工程で研磨した樹脂基板の被研磨面にスポンジブラシ（ポリビニルアルコール
系樹脂製）を押し付け、蒸留水を被研磨面に供給しながら基体とスポンジブラシを回転さ
せ、６０秒間洗浄した。次に、スポンジブラシを取り除き、基体の被研磨面に蒸留水を６
０秒間供給した。最後に、基体を高速で回転させることで蒸留水を弾き飛ばして基体を乾
燥した。
【０１７４】
　研磨速度は、研磨前後における樹脂膜の膜厚を測定して得られる膜厚差から算出した。
膜厚の測定には、膜厚測定装置（大日本スクリーン製造株式会社製、商品名：ラムダエー
ス、ＶＬ－Ｍ８０００ＬＳ）を用いた。結果を表１～３に示す。
【０１７５】
【表１】

【０１７６】
【表２】

【０１７７】
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【表３】

【０１７８】
【表４】

【０１７９】
【表５】

【０１８０】
【表６】

【０１８１】
　表１～３に示されるとおり、実施例及び比較例を比較すると、正電荷を有し且つ平均粒
径が２０ｎｍより大きい砥粒と、エーテル結合を有する水溶性高分子と、有機溶媒と、水
とを含有する研磨剤を用いることにより、良好な樹脂の研磨速度が得られることがわかる
。実施例１～１０を比較すると、エーテル結合を有する水溶性高分子の中でも、重量平均
分子量が４０００以上の水溶性高分子を用いる場合に樹脂の研磨速度が速いことがわかる
。実施例５、１１～１４を比較すると、エーテル結合を有する水溶性高分子の含有量が０
．０１０質量％以上である場合に樹脂の研磨速度が速いことがわかる。
【符号の説明】
【０１８２】
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　１、１１…基板、２、１２…酸化珪素、３、１４…フォトレジスト、４…溝部、１３…
樹脂。

【図１】 【図２】
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